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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj
international co-operation on all questions concerning standardization in the electfi

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangd i € ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any ¢ qittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 3
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fkj . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in &ccorda W
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

7) No liability shall attac s dires mployees, servants or agents including individual experts and
members of its technd S E ational Committees for any personal injury, property damage or
other damage of Any w whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising\out\of\the publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

9) AttentionN M o gsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
~JEC'shaN not\e held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standafd IEC 60747-9 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This second edition of IEC 60747-9 cancels and replaces the first edition (1998) and
amendment 1 (2001).

The main changes with respect to the previous edition are listed below.

a) Clause 3 was amended by adding terms that should be included.

b) Clauses 4 and 5 were amended by suitable additions and deletions that should be
included.

c) Clauses 6 and 7 in Amendment 1 were combined into Clause 6 with suitable additions and
corrections that should be included.

d) Clause 8 in Amendment 1 was renumbered as Clause 7.

This standard is to be read in conjunction with IEC 60747-1.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/333/FDIS 47E/341/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 600747 series, under the general title: Semigonductor devices —
Discrete devices, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication ! .
the maintenance result date indicated on the IEC web site unde WA Qrexéc.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the pub

* reconfirmed,
* withdrawn,
» replaced by a revised edition, or

@%@
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)

1 Scope

This part of IEC 60747 gives product specific standards for terminolog
essential ratings and characteristics, verification of ratings and methods
insulated-gate bipolar transistors (IGBTs).

letter symbols,
easurement for

2 Normative references

IEC 60747-2, Semiconductor devices
Rectifier diodes
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 9: Transistors bipolaires a grille isolée (IGBT)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale N\de normalisation

de justice) e
toute autre

9) L’attention & 5 ¢ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pag7avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette deuxiéme édition de la CEI 60747-9 annule et remplace la premiéere édition (1998) et
son amendement 1 (2001).

Les modifications principales par rapport a I'édition précédente sont les suivantes:

a) L’Article 3 a été modifié par I’'ajout de termes qu’il convient d’inclure.

b) Les Articles 4 et 5 ont été modifiés par les ajouts et les suppressions appropriés qu’il
convient d’inclure.

c) Les Articles 6 et 7 de 'Amendement 1 ont été regroupés dans I’Article 6 avec les ajouts et
les corrections appropriés qu’il convient d’inclure.

d) L’article 8 de 'amendement 1 a été renuméroté Article 7.

La présente norme doit étre lue conjointement avec la CEl 60747-1.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/333/FDIS 47E/341/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

@%@
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 9: Transistors bipolaires a grille isolée (IGBT)

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 60747 spécifie la terminologie, les symboles littéraux, les valeurs
limites et caractéristiques essentielles, la vérification des valeurs i ainsi que les
méthodes de mesure pour les transistors bipolaires a grille isolée ulated-gate
bipolar transistors).

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensabte 8 ation du présent
document. Pour les références datées, seule I'éditi itée s'e g. Pdur les références
non datées, la derniére édition du document de réfé i sompris les éventuels

CEIl 60747-6, Dispositi

CEIl 61340 (tout@
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